6S 121 65 121 ST

elecironic electronic
Langsamer Germanium-pnp-Schalttransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11811 mit Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Basis-Emitter-Spannungsfestigkeit, geeignet fiir den Einsatz in Rechenmaschinen.
hoher Basis-Emitter-5p J d gee9 Kollektor-Basis-Reststrom ~leso 15 uA
-Uces = 15V
Kollektor-Basis-Reststrom -lceo 80 A
-Uces = 15V
Da = 45°C
Kollektor-Basis-Reststrom =lego 800 pA o
-Ucs = 15V g’
B -
Lo 19;, = 75 OC :E
= %
c g Kollektor-Emitter-Restspannung ~Uckrest 0,5V 5,
B Sy -Ucs =0 e
F - == -le = 100 mA &5
10 I 25 ; Kollektor-Basis-Stromverhdltnis hoe 28 56 B
e -Uce = 0,5V 45 90 C
-l = 100 mA 71 162 D
Masse co. 0,8 g
Dynamische Kennwerte
Wérmewiderstand Rehja < 0,38 grd/mW
Wiérmewiderstand Rehje = 0,05 grd/mW Rauschfaktor F 25 dB
-Ues =1V
e g " . -le = 1mA
Grenzwerte; gliiltig fir den Betriebstemperaturbereich . — 1 kM2
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso = 30V JaN| = 1 kHz
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer = 20V1) R, = 500 £
Ree = 1 k& Einschaltzeitkonstante 10 ps2)
Emitter-Basis-Spannung -Ueso = 10V -lch = 05V :
Kollektorstrom -lc == 100 mA -ic = 100 mA
tav = 20 ms /I\ 150 mA Bemerkungen:
Koflekt itzenstrom -l = m
Eo.e orspit | — 100 mA 1 §\eim Umschalten des Transistors aus dem ,Ein“-Zustand (max. Verlustleistung,
mitterstrom ; B 80°C -le. = 150 mA) in den Sperrzustand (-Ucer == 20V, Rg = 1 kf2) darf die
i —

Sperrschichttemperatur

Betriebstemperaturbereich

-—25°C bis +65°C

3

Widerstandsgerade zwischen beiden Schaltzusttinden nicht die Sperrkennlinie des
Transistors im negativen Widerstandsbereich schneiden.

Fiir Transistoren der Stromverstérkungsgruppe B befinden sich 70 %/, der Bauelemente
im Intervall vy == 4 bis 8 us.

Eine entsprechende Sortierung und Kennzeichnung der Transistoren ist méglich und
muB in Liefervertrdgen vereinbart werden.

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

der Stromverstarkungsgruppe D

Transistor GS 121 D
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